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WSe2は TMDの一種であり、層状物質かつ半導体であるという特性により遠赤外光領域で作動

する光デバイスを実現する材料として注目を集めている。しかし、蒸着した金属では界面でのピ

ニング効果により良好なコンタクトをとることが難しい。そこで本研究では、WSe2 へのオーミッ

クコンタクトの実現を目的として p+-MoS2 による vdW コンタクトを有するデバイスを作製し、

Au/Pd を蒸着したエッジコンタクトのデバイスと比較した[図(a)(b)]。Pd, p+-MoS2の仕事関数はい

ずれも WSe2の価電子帯内に位置するため WSe2への p 型電極として適していると期待される[図

(c)]。デバイスは、メカニカル劈開したWSe2, p+-MoS2, h-BNを繰り返し転写することによって作

製し、室温にて I-V特性を比較した[図(a)(b)]。p+-MoS2電極の活用により、VSDが±100 mVの範囲

でオーミックなコンタクトが形成された。シリコンバックゲート電圧(VBG)掃引下でのソースドレ

イン電流(ISD)の変化を図(d)に示す。VBG = -50 Vにおけるコンダクタンスがおよそ 103倍となった。

さらに、p+-MoS2コンタクトは低温でも優れた特性を示す。これらの結果は p+-MoS2 vdW コンタ

クトの採用によってピニング効果が抑制され、WSe2に対する良好なコンタクト作製手法を確立し

たことを示している。 
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(a) WSe2デバイス: p+-MoS2 vdWコンタクト (b) WSe2デバイス: Pdエッジコンタクト (c) バンド構造 (d) 伝導特性比較 
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